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CONTROLE

Exercicel

Dans le montage de la figure ci-dessous. Le transistor possede les caractéristiques suivantes f§

=150, Va= 0. Les composants C; et C £ sont respectivement des condensateurs de liaison et
de découplage. On donne Ut =25mV

Etude du régime continu .

1. Calculer le courant Ic au repos. Rg= Rg;l Rg, l_ = Z R
Etude du régime dynamique aux faibles signaux Tk T
2. Déduisez la valeur du paramétre r, . -3 b g
3. Donner le schema equivalent petit signal de I’amplificateur | DA "":____‘_
4. calculez le gain en tension Av= Vs/Ve, les résistances P l’ R X
D’entrée et de sortie. (Rpyrg , e est infinie) L 7]" o T am

i

Exercice2

Le montage de la figurel ¢i contre est un miroir amélioré, ou les transistors T, et T3 sont
identiques. p = 100. Vp=50V.

1/ En négligeant les courants de base, écrire I’expression de I en fonction de Vge2. En
déduire ’expression de Io en fonction de L, Uy, Ry et Igpe (le courant de saturation de la
Jonction de collecteur).

2/ Ondonne Veey = 15 V. Caleuler la valeur de R; nécessaire pour avoir Io = 0,6 mA.

3/ Donner le schéma équivalent complet de ce miroir, aux petites variations. Ry et ree
négligés.

4/ Utiliser la méthode de I’ohmmaétre pour déterminer la résistance de sortie Ip ; entre Cs et la
masse

S/ Faire I’A N.

6/ Trouver I’expression du gain de I'amplificateur de la figure2.
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